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Durée Conseillée : 4h30
= Lecture du sujet : 15mn
= Partiel: 15mn
= Partie2: 1h30mn
= Partie 3: 1h40mn
= Partie4: 50mn

Cette partie contient :

» Questions : Cl1acCh
» Documents réponses : CR1aCR3
» Documentations : CAN1 a CAN13

Vous répondrez aux questions sur feuille d’'examen.

Les documents réponse CR1 a CR6 sont a rendre datms les cas avec votre copie méme
si vous n’y avez pas répondu.
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SUJET

On notera : 2.2M correspond a 2,20 et 330k correspond a 330Dk
NL1 = niveau logique 1
NLO = niveau logique O + Fomesoutra com
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Etude fonctionnelle

Q1. D’apres l'analyse fonctionnelle, comment détectertune lampe défectueuse et comment
est-elle remplacée ?

Q2. Le choix du rythme de la lampe est effectué a #aide roues codeuses (CAN1). Si celles-
ci sont réglées sur 1D, quel sera le caractere 8mis

Q3. Pour ce caractéere, dessiner l'allure de I'état aldampe, en fonction du temps sur le
chronogramme du document réponse CRL1.

Etude partielle de FP5 : remplacement automatique e la lampe

Schéma structurel partiel de la fonction FP5 :
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Cabhier des charges partiel :
le signal VTLO doit avoir une fréquence de 2Hz &oljfrés.
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Elaboration d’un signal d’horloge

U3 est alimenté sous 12V.

Q4.

Q5.

Q6.

Q7.

Q8.

Qo.

< Fomesoutra cm
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D’aprés la documentation constructeur de U3 (CANLANS), donner la valeur des 2
seuils de basculement.

Relever sur la documentation constructeur de USNCAt CAN5), la tension VOHI,;i et
VOLmax Comparer ces valeurs a la tension d’alimentatiGomment peut on les
considérer?

D'apres l'oscillogramme 1 du document réponse @R2/TLO, déterminer la période du
signal, en déduire la fréquence.

Sur le schéma structurel partiel de FP5, nous v@ypre le condensateur C1 n'a pas de
référence a la masse. Décrire une procédure derengauva permettre de visualiser sur
un oscilloscope la tension VC1 (tension aux bothesondensateur).

La capacité des condensateurs diminue dans le tekppas environ 5 années de service,
on considére que C1 a perdu 10% de sa capaci®ustobservons de nouveau le signal
VTLO dans ces conditions. D'aprés l'oscillogrammeu3 document réponse CR2 de
VTLO, déterminer la période du signal.

Dans les conditions de la question 8, le cahierctlesges de cette fonction est-il toujours
assuré? Que faut-il faire pour remédier a ce prbt Quelle précaution faut-il prendre
pour que le cahier des charges soit respecté aeedurée de 5 ans ?

Etude de la temporisation

Q10. D’apres la structure liee a U2, sa documentatichrigjue (CANS) et les chronogrammes

de VTLO et U2RAZ, compléter les chronogrammes de éQ@le DF sur le document
réponse CR1A t = 0 la valeur du compteur est égale a 95

Q11.Si a t=0 un RESET est effectué sur le compteur, tgneps va s'écouler avant que la sortie

DF passe au niveau logique haut ?
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Etude de la fonction Etat de la batterie + Fomesoutra v

Schéma fonctionnel partiel de FP2

. Surveillance niveau basi Visu batterie faibl
de la batterie Fsa2p+—*

l IBATT

Visu Niveau

.| Surveillance niveau haut
haut batterie

de la batteri FS22 | ¢
v CDECH |

VBATT

Conversion eNnerg |patt | Délestage  dy
——>flumineuse / éner

électrique FS23

Energie
solaire

A 4

panneau solaire
FS24

Les potentiometres sont réglés de telle sorteMfleUCH = 4,7V ; VH = 3,72V et VB=3,39V.

Note : Les guestions liées a I'étude de la déteatio niveau de batterie, de la surveillance état
haut batterie, du temporisateur, de la visualisatie I'état batterie faible et de la visualisatiten
I'état de la batterie et de FS24 sont compléteind@pendantes.

Le schéma structurel est fourni page CAN2.

» Deétection du niveau de la batterie

Q12. Déterminer VPT1 en fonction deghr et des résistances R4 et R5.
Q13. Calculer la valeur de VPT1 si la tension batteViBATT) est égale a :

» 104V

> 114V

» 14,4V

Q14. Déterminer les tensions présentes en SB, SH etsTAO

» Veparr >14,4V

» 11,4V< V\artT <14,4V

> 10,4V< VgatT <11,4V

> Vpatr <10,4V

Etude de FS22 surveillance état haut de la batterie

Q15. D’'aprées la documentation technique de Cl4 (CAN@mpléter les colonnes CDEB et
CDEH du tableau du document réponse CR1.

Etude du temporisateur

Q16. D’apres la documentation du NE 555 (CAN8 a 10)edainer quelle structure est réalisée
autour de CI5.

Q17. Dessiner sur votre copie l'allure du signal de tanmande et du signal CDECH et
déterminer la durée du signal a partir de la docuat®n technique du NE555.
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* Visualisation de I'état batterie faible

Les questions qui suivent doivent vous permettre vdéder I'utilité et le bon
fonctionnement du transistor et de la structulidujest associée.

La documentation technique du transistor BC547Aleanée a la page CAN11.

Q18. D'apres le schéma structurel, compléter les colsrittat de Q1 (B : blogué ou S : saturé)
et Etat de la LED L6 (A : Allumée ou E : Eteinte) thbleau du document réponse CR1.

Q19. Déterminer I'expression littérale du courant qucele dans la LED L6 (Vf de la LED est
de 2,2V). Faire I'application numérique.

Q20. D’'apres la documentation constructeur de Cl4 40C3AN6), déterminer le courant
maximal qu’il peut délivrer en sortie. Peut-il cormmnder directement la LED L6 ?

Q21. Déterminer I'expression littérale du courant Ibmiraire I'application numérique.
Q22. Déterminer I'expression littérale du courant Ibréelire I'application numérique.
Q23. En déduire que le transistor fonctionne bien enroatation.

Q24. Cl4 peut-il fournir le courant nécessaire au bamcfmnnement du transistor Q1 ?
» Délestage des panneaux solaires

Q25. Si CDECH est au NL1, d’'aprés la documentation canttur du NE555 (CAN 8 a 10),
quelle est la plage de tension possible en santidEB55 ?

Q26. Si CDECH est au NLO, d’'aprés la documentation conttur du NE555 (CAN 8 a 10),
guelle est la plage de tension possible en santidEL55 ?

Q27.D’apres la documentation du transistor MOS Q2 (CANjuelle est la plage de tension
d’entrée pour laquelle :

> Le transistor est bloqué ?
» Le transistor est passant ?

Q28. Quel est I'état du transistor si CDECH = NLO et GTHE= NL1. Pour chaque cas, quel est
I'état du relais ?

Q29. Quel est le nom et la fonction de la diode D4 ?

» Synthese de la surveillance de I'état de la battei

Q30. Compléter les chronogrammes du document réponse CR3
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Etude de FP1 : Elaboration du rythme

Le schéma structurel est fourni page CAN3.

Q31. A partir de la documentation technique de la méenatilisée, donnée en page CAN12,
calculer la capacité totale de la mémoire en kectet

Les roues codeuses RC2 et RC1 permettent de séleetile signal lumineux & émettre. On
notera que la roue codeuse RCL1 peut étre réglaémswaleur hexadécimale allant de $0 a $F.

Q32.D’apres le schéma structurel et compte tenu duagéglpossible sur RC1, donner la
capacité de la mémoire qui est utilisée en bitgatets et en koctets.

Q33. La mémoire M29F010B se trouve dans un boitier TSOBRIjuelle technologie appartient
ce boitier?

Q34. Citer une autre famille de mémoires et donner tasdgs différences entre les 2 familles.

Pour la suite du questionnement, nous considéroades roues codeuses ont été réglées sur les
positionsRC2 = $1etRC1 = $D. Celles-ci délivrent le code BCD du symbole sébeté.

Q35. D’apres la position des roues codeuses et du cdlllada mémoire, compléter le tableau
du document réponse CR1.

Q36. D'apres le tableau, déterminer I'adresse hautéadtdsse basse de cette zone, en déduire
I'espace mémoire occupe.

Q37. Quelle est la fonction de la roue codeuse RC2 ?
Q38. Quelle est la fonction du compteur U4 par rappdat d@émoire ?

Q39. D’'apres les positions des roues codeuses, quetdesoniveaux logiques présents en TL3
etenTL4 ?

Q40. Quelles données de la mémoire sont présentes n delU3 (CAN13)?

Q41. Pour un rythme d’émission de signal lumineux, canld'adresses (une ou plusieurs) sont
utiles et dans cette/ces adresse(s), combien sledit utilisés lors de I'émission ?

Q42. Quelle durée maximale peut avoir, avec cette stractun cycle d’émission de signal
lumineux?

Q43. D’apres le tableau des rythmes du programmateulN@QAcette durée est-elle suffisante
pour n'importe quel rythme ? Justifier votre répmfs
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Question 3
AFeu
A
— t
1s
Question 10
2RAZ
NL1] |
*j
ms
NL14 LD
t
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y\®Js
NL1
t
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t
“ms

A t=0, le contenu du compteur est de 95 en décimal

Questions 15 et 18

SB SH CDEH CDEB| Etatde Q2 Etatde L
NLO NL1
NL1 NLO
NL1 NL1
Question 35

Al7 | A16 | Al5 | Al4

A13

Al2| Al1l] Al1Q A9 A8| A7l A6

A5

A4
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Question 6

Oscillogramme 1
Base de temps : 100ms

Synchronisation : Voie 2

Déclenchement : Front Montan

Voie 1 : -

Calibre : -

Position : -

Voie 2 : VTLO

Calibre : 2V/DIV

Position : DC
Question 8

Oscillogramme 3
Base de temps : 100ms

Synchronisation : Voie 2

Déclenchement ; Front Montan
Voie 1 : -

Calibre : -

Position : -

Voie 2 : VTLO avec C1 = 90nF
Calibre : 2V/DIV
Position : DC

(1DIV =1cm)

0V Voie

N

s Fomesoutra com
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%

0V Voie 2
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Question 30
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A : Allumée E : Eteint
B :Bloqué P :Passant
F : Fermé O : Ouvert
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R4
680k

VBAT : tension de la batterie

VCC : 5V continue
VPP : 8V continue
VDD : 12V continue

CI1, CI2, Ci3, Ci4 glimente sous VCC

Cl5 alimente sous VPP

R11
470k

CI5

1L

RESET -

-
VSEUCH - > CI3:A
1 TAB
g 5
VCC LM324AJ
m P _ > A
e |_1 W 1 SB
™M
* LM324AJ
J Cl4:A
_ : sTQ
T = el
W - mmm_%
* 4013
S -] 1} > [CI2:A
| 1 SH
5 LM324AJ Cl4:B

R12
470k

330k

"

SET Q
o Qf

ESET

4013

- Dis

CONT

THROUT [~}
1= TRIG

NES55

SITTT

REL1
x|
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|
+gene
RS TAR
m
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wﬂdﬁzmom x
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—gene >
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Caractérist

ﬂNational Semiconductor

CD40106BM/CD40106BC Hex Schmitt Trigger

Description générale :

Ce composant est composé de six inverseurs a ésstéle technologie CMOS. Toutes
entrées sont protégeées contre I'électricité statjpar des diodes.

iques :

Tension d’alimentation VDD de 3V mini a 18V max
Courant max en entrée 14 A sur toute la plage dpéeature; 18nA sous 18V a 25°C

s Fomesoutra con

o svalr
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Puissance dissipée par le boitier :
— o 2 o .
» Pour Ta=-55°C a +100°C ............ : 500mW
— b o .
» Pour Ta= +100C a +125°C .......... : 200mW
A . o Y o
Température de stockage ..........:65°C a +150°C
DC Electrical Characteristics co4o1oeam (Note 2)
55°C t25°C +1256°C
Symbol Parameter Conditions Units
Min Max Min Typ Max Min Max
oo Quiescent Davice Vpp = 8V, 1.0 1.0 30 wA
Current Vi = Vpp or Vsg
Vpp = 10V, 20 2.0 60 A
ViN = Vpp or Vs
Voo = 15V, 4.0 4.0 120 | pA
Vin = Vpp or Vs
VoL Low Level Output llol <1 pA
Voltage Voo = 5V 0.05 0.05 005 | Vv
Vpp = 10V 0.05 0.05 0.05 v
Vpp = 18V 0.05 0.08 0.05 v
VoH High Level Qutput llol < 1 pA
Voltage Vpp = 5V 4.95 4.95 5 4.95 v
Vpp = 10V 9.95 9.95 10 0.95 v
Vpp = 16V 14.95 14.95 15 14.95 v
Vr— Megative-Going Threshold | Vpp =5V, Vg = 4.5V 0.7 20 0.7 1.4 2.0 0.7 2.0 v
Voltage Vpp=10V, Vo= 9V 14 4.0 1.4 32 4.0 1.4 4.0 v
Vpp= 18V, Vp= 13.5V 21 6.0 21 5.0 6.0 2.1 6.0 v
V14 Positive-Going Threshold | Vpp =5V, Vg = 0.5V 30 4.3 30 36 4.3 3.0 4.3 v
Voltage Vpp=10V, Vo= 1V 6.0 8.6 6.0 6.8 8.6 6.0 8.6 v
Vpp= 18V, Vp= 1.5V 9.0 129 9.0 10.0 129 9.0 12.9 v
VH Hysteresis (Vr+ — Vr-) | Vpp = 8V 1.0 36 1.0 2.2 3.8 1.0 3.8 v
Vpp = 10V 20 72 20 3.6 7.2 2.0 7.2 v
Vpp = 18V 30 108 3.0 5.0 108 3.0 10.8 v
loL Low Level Output Vpp =5V, Vo =04V 0.64 0.51 0.88 0.36 mA
Current (Note 3) Vpp= 10V, Vp=0.5V 16 1.3 225 0.9 mA
Voo =15V, Vo=1.5V 42 3.4 8.8 2.4 mA
lon High Level Output Vppo =5V, Vg =4.6V 0.64 0.51 0.88 0.36 mA
Current (Note 3) Vpp= 10V, Vp=8.5V 1.6 1.3 2.25 0.9 mA
Vpo= 15V, Vp=13.5V 4.2 3.4 8.8 2.4 mA
I Input Current Vpo= 15V, Viy=0V 0.10 10-5| —0.10 10| pA
Voo =15V, Viy= 15V 0.10 10-5 | 0.10 1.0 | pA
Note 1: "Absolute Maximum Ratings” are those values beyond which the salety of the device cannot be guaranteed, They are not meant to imply that the devices
should be operated at these limits, The table of "Ry Operating " and “Electrical Characteristics” provides conditions for actual device
operation.
Note 2: Vgg = OV uniess otherwise specified.
Note 3: Ioy and |5 are tested one output at a time.
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CD40106BM/CD40106BC Hex Schmitt Trigger

Courbe de VT- en fonction de VDD Courbe de VT+ en fonction de VDD
6 12
BRI 10
4 8
£ 31 £ 6
24 4
1 2
0 0
0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
VDD VDD
Application : | -
VIII.TAGEW-
|
| I
ov T :
Voo —-—I I
voLTAGE
ov
Philips Semiconductors Product specification
Compteur binaire 7 étages + Fomesoutya com HEF4024B
Docs a portée de main MSI
Description e
Compteur binaire avec RESET qui est T 7 STAGE COUNTER
constitué d’un circuit de mise en forme 2R ep
des impulsions et de 7 étages. Le reset 09 |07 [0, |05 |04 |og [0g
est actif sur un niveau logique haut et 12 i Je J6 [5 4 [3
il H 7269531.4
'horloge est active sur un front
descendant. Fig.1 Functional diagram.
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Double bascule D 4013

s Fom

mesoutra com

Docs a portée de main

Description Brochage
ircui il
Ce circuit comprend deux bascules D . . ]14 Voo
. P . 1 2
indépendantes. Pour fonctionner en - i ]E ;z
bascule D les entrées asynchrones Set et RESET1 4] 111 ke
Reset doivent étre toutes les 2 au NLO. DATA1 5[] 110 RESET)
Le basculement est commandé par un seTt 60 [ 9 DATA
front montant de I'horloge. Vs 7 [l & ser2
(TOP VIEW)
INPUTS QUTPUTS
RESET SET DATA CKA | Qn+1 | Qn+1 ? ‘|3
L H « . H L < Fomesoutra cm s ;
Docs 2 portée de main 5—b Q—1 9 —D Qf— 13
H L * * L H
H H ® ® H H 3—CKR6—2 11—(KR6—12
L L L T L H l 1|0
* : Don't Care
L L H =) H L £ ¢ Level Change
L L * L Qn’ Qn : No Change

Absolute Maximum Ratings (notes1&2)
If Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales
Office/Distributors for availability and specifications.

DC Supply Voltage (Vpp) ~0.5 Vpe to +18 Vpe

Recommended Operating
Conditions ote 2)

DC Supply Voltage (Vpp)
Input Violtage (Vi)
Operating Temperature Range (Ta)

+3Vpgto +16Vpe
0VpetoVppn Voo

Input Voltage (Viy)
Storage Temp. Range (Tg)

Power Dissipation (Pp)
Dual-In-Line
Small Outline

Lead Temperature (T}
(Soldering, 10 seconds)

DC Electrical Characteristics cp0138m (Note 2)

—05 Vpe taVpp +05 Vpg
—~85°Cto +150°C

700 mwW
500 mW

260°C

CD4013BM
CD4013BC

=55°C to +125°C
—40°Cto +85°C

Symbol Parameter Conditions —85°C +I5'C +H125'C Units
Min Max Min Typ Max Min Max
Iop Quiescent Device | Vpp = 8V, Viy = Vppor Vss 1.0 1.0 30 nA
Current Vpp = 10V, Vy = Vpp or Veg 2.0 2.0 G0 nA
Vpp = 18V, Vi = Vpp or Vg 4.0 4.0 120 wA
VoL Low Level llol < 1.0 pa
Cutput Voltage Vpp = 5V 0.05 0.05 0.08 V'
Vpp = 10V 0.05 0.05 0.05 \
Vpp = 15V 0.05 0.05 0.05 Vi
Vo High Level llol < 1.0 pA
Cutput Voltage Vpp = &8V 4.85 4.95 4.95 v
Vop = 10V 9.95 9.95 9.95 Vv
Vpp = 18V 14.95 14.95 14.95 Vi
ViL Low Level llo] < 1.0 pA
Input Voltage Vpp = 5V, Vp = 0.5V or 4.5V 1.5 15 1.5 v
Vpp = 10V, Vg = 1.0V or 8.0V 3.0 3.0 3.0 v
Vop = 18V, Vo = 1.5V or 13.5V 4.0 4.0 4.0 Vi
ViH High Level llo < 1.0 pA
Input Voltage Vop = 8V, Vg = 0.5V or 4.5V 3.5 3.5 3.5 v
Vpp = 10V, Vg = 1.0V or 8.0V 7.0 7.0 7.0 V'
Vpp = 15V, Vp = 1.5Vor135v | 11.0 11.0 11.0 Vi
oL Low Level Output | Vpp = &V, Vg = 0.4V 0.64 0.51 0.88 0.36 mA
Current (Note 3) Vop = 10V, Vo = 0.5V 1.6 1.3 225 0.9 mA
Vpp = 18V, Vg = 1.5V 4.2 3.4 8.6 2.4 mA
loH High Level Qutput | Vpp = 8V, Vg = 4.6V ~0.64 =0.51 | —0.88 ~0.36 mA
Current (Note 3) | Vpp = 10V, Vg = 0.5V -16 —13 | —225 —0.9 mA
Vpp = 15V, Vp = 13.5V —4.2 —34 —8.8 —24 mA
™ Input Current Vpp = 15V, Vjy = 0V —=041 —10—5 | —041 =10 | pA
Vpp = 15V, Vjy = 15V 0.1 10-5 0.1 1.0 nA
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1572

@

STD12NEO6L

Canal N 60V- 0.09 12A
MOSFET de puissance

-~ e

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM

D(TAB or 2)

G(1)
s

sis)

IPAK DPAK
T0-251 TO-252 Scas440
(Suffix *-17) (Suffix “T4")
STD12NEO6L
THERMAL DATA
Rthj-case | Thermal Resistance Junction-case Max 43 “CW
Rthj-amb | Thermal Resistance Junction-ambient Max 100 *CW
Rthc-sink | Thermal Resistance Case-sink Typ 1.5 “CIW
T Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose 275 °C
AVALANCHE CHARACTERISTICS
Symbol Parameter Max Value Unit
| Avalanche Current, Repetitive or Not-Repetitive 12 A
G (pulse width limited by T; max)
Single Pulse Avalanche Energy
EAs | (starting T, = 25 °C. Ip = Iar. Vop = 25 V) s *
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tcase = 25 °C unless otherwise specified)
OFF
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit
Vigripss | Drain-source Ip =250 pA, Vgs =0 60 \
Breakdown Voltage
lpss Zero Gate Voltage Vps = Max Rating 1 HA
Drain Current (Vgs = 0) Vps = Max Rating Tc =100°C 10 HA
less Gate-body Leakage Ves = £ 20V +100 nA
Current (Vps = 0)
ON ()
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit
Ves(n) Gate Threshold Voltage Vps = Veas Ip = 250 pA 1 1.7 2.5 V
Rna/ Static Drain-source On Ves =5V Ib=6A 0.09 0.12 Q
DS(em | Resistance Ves =10V Ip=6A 007 | 0.10 Q
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Docs a portée

NE555, SA555, SE555
PRECISION TIMERS

SLFS022D — SEPTEMBER 1573 — REVISED JUNE 2003

de main

Description

Le circuit 555 est capable d
produire des impulsions calibrées
des signaux rectangulaires. La durge
des impulsions, des fréquences et
rapport cycliqgue dépend de la valelr
des résistances et condensateurs
connectés a I'extérieur du CI

a)

”

Bt

Brochage du CI

D and N Packages

ahp[ 1]
TRIGGER[ 2 |
outPuT[ 3]

ReseT[ 4 |

18] vee

DISCHARGE

| & | THRESHOLD

| 5] conTROL voLTAGE

SL00348

Figl : Brochage du CI

Structure astable

0.1uF —,T: ‘ l— te(L) —J
1 — te(H) —H ‘
RA.S ,J:\ 0.1 uF T VoD 1 1 1
l 5 8 | tpHLJ‘I—D ‘
= CONT  Vpp \ \
RESET < RL 2/3 VD \ | | | /\
TLC555 \ | \
D 3| Output \ \
Rg S ouT . \ \
: THRES ==, bD ! N N
{_Ez TRIG i \/ \\/
- ‘ \
GND
= GND —
i cr T tPLH—e—¥
Pin numbers shown are for all packages except the TRIGGER AND THRESHOLD VOLTAGE WAVEFORM
FK package.
CIRCUIT
s Fomesoutra com
e SFo«lroa .
Docs a portée de main
tc(H) =Cr(Ry + Rg)in2 (In2 = 0.693)
tc(L) = C: Rgin2
Period = tc(H) + tc(L) = CT (tRA + 2RB) In 2
‘ o(L) Rg
Qutput driver duty cycle = = 1-
fe(H) * o) Ra + 2Rp
t R
Qutput waveform duty cycle = i CS_H)'_ =& +BZR
c(H) * “ell) A B

‘t‘? TEXAS
INSTRUMENTS
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NE555, SA555, SE555
+ Fomesoutra cn PRECISION TIMERS

SLFS022D — SEPTEMBER 1573 — REVISED JUNE 2003

Structure monostable

T T T
Ra =9.1kQ
|- CL=0.01puF
| RL=1kQ
Vee See Figure 9
(5Vto15V)
@ 1 1 1 1
—L Input Voltage
| T 3
Ra S 2 ) >
= - e e - =
CONT Vee RL 1
4 @
—={ RESET =
7 =
DISCH 3 ]
8 out Output Output Voltage
THRES y
Input 2 1 tric / / / /
GND y / /
e 11 -
= = . Ca|‘mcn‘or V?Itagle
Pin numbers shown are farthe D, JG, P, PS, and PW packages Time - 0.1 ms/div
Structure Monostable Figure 10, Typlcal Monostable Wavelorms

1] T
Le monostable est déclenché sur un front PRE R
descendant de l'entrée TRIG. La durée de R =1wn
impulsion de sortie est approximativement de «
tw=1.1RAC . La figure 11 indique la valeur de Ra & ™
et de C pour une constante de temps donnée. La .
durée de I'impulsion est indépendante de la tensiorﬂ
d’alimentation du composant. L’'entrée RESET est: 2
active sur un NLO, dans ce cas la sortie OUT est ay

NLO quelgue soit I'état des autres entrées. F 1wt

N\

N

/ R s 1008
; "'EF'WH!--c

R, = 1Ko
|

NN
SN

5

=5 A
0.001 (] o 1 0 100
C — Capacltance — F

Figure 11. Qutput Pulse Duration vs Capacitance

Bac Génie Electronique

Session 2008 Etude d’'un Systéme Technique Industriel Page CANO sur 13

8IEELME3 Documentation Electronique




s Fomesoutra com

e Soclra .

Docs a portée de main

Philips Semiconductors Product data
Timer NE/SA/SE555/SES55C
DC AND AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Tamb = 25 °C, Vo = +5 V to +15 V unless otherwise specified.
SE555 NE555/SA555/SE555C
SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS % 4 UNIT
Min Typ Max Min Typ Max
Vee Supply veltage 45 18 45 16 v
Vee=8V, R == 3 5 3 6 mA
1 cc y AL
lee Supply current (low state) VA8V, Bomss 10 12 10 45 ik
Timing error (monostable) Ry =2 k2 to 100 kQ
tm Initial accuracy? C=0.1 uF 05 2.0 1.0 30 %
At/AT Drift with temperature 30 100 50 150 ppmi~C
Atp/AVg Drift with supply voltage 0.05 0.2 0.1 05 %l
Timing error (astable) Ra, Rg = 1 k€ to 100 ke2
ta Initial accuracy? C=01pF 4 6 5 13 %
At /AT Drift with temperature Vee =18V 500 500 ppm/*C
AtalAVg Drift with supply voltage 0.15 0.6 0.3 1 %V
Voo =158V 986 10.0 10.4 9.0 10.0 11.0 v
I vol levei
Ve Gontrl wollage tevel Vec =5V 290 {333 | 38 | 26 | 333 | 40 v
Vee =15V 94 10.0 | 106 88 10.0 1.2 \'s
Vi Threshold yollage Voo =5V 27 | 333 | 40 | 24 | 333 | 42 v
o Threshold current? 0.1 0.25 0.1 0.25 .y
. Ve =15V 48 50 5.2 45 50 56 v
Virie Trggarvottage Voo =5V 145 | 167 | 19 | 11 | 167 | 22 v
tric Trigger current Virig=0V 0.5 0.9 0.5 20 UA
VRESET Reset voltage“ VCC =15V, VTH =105V 03 1.0 03 1.0 v
I Reset current Veeser=04V 0.1 0.4 0.1 04 mA
RESET Reset current VReser =0V 04 | 1.0 0.4 15 mA
VCC =15V
Iginie = 10 mA 0.1 0.15 0.1 0.25 v
Igink = 50 mA 0.4 0.5 04 0.75 A
lsik = 100 mA 20 22 2.0 25 i
Vou LOW-level output voltage stk = 200 mA 25 25 v
Ve =5V
|5!NK =8 mA 01 0.25 0.3 04 v
Ising = 5 mA 0.05 02 025 | 035 \
Vee =15V
Isource = 200 mA 125 125 %
Vou HIGH-level output voltage Isource = 100 mA 13.0 13.3 12.75 13.3 vV
VCC =5V
ESOURCE =100 mA 3.0 33 275 3.3 vV
torr Turn-off time® Vreset = Voo 0.5 20 0.5 20 Us
tr Rise time of output 100 200 100 300 ns
te Fall time of output 100 200 100 300 ns
Discharge leakage current 20 100 20 100 nA
NOTES:

Pawn s

tied to threshold.

Supply current when output high typically 1 mA less.
Tested at Vcc =5Vand VCC =15V
This will determine the max value of Ry+Rg, for 15V operation, the max total R = 10 M£, and for 5 V operation, the max. total R = 3.4 M().
Specified with trigger input HIGH
Time measured from a positive-going input pulse from 0 to 0.8xV¢¢ into the threshold to the drop from HIGH to LOW of the output. Trigger is

ea sowlra

LCom
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GENERAL s Fomesou Lom

J\@SEMICONDUCTOR@ weienn BCH546 thru BC548

Transistor petits signaux (NPN)

Caractéristique électrique et thermique maximum

Parameter Symbol Value Unit
BC546 80
Collector-Base Voltage BC547 Veeo 50 \'%
BC548 30
BC546 80
Collector-Emitter YVoltage BC547 VecEs 50 A
BC548 30
BC546 65
Collector-Emitter Voltage BC547 Vceo 45 3
BC548 30
. BC546, BC547 6
Emitter-Base Voltage BC548 VEBO 5 \'4
Collector Current Ic 100 mA
Peak Collector Current lcwm 200 mA
Peak Base Current IBM 200 mA
Peak Emitter Current -lEm 200 mA
Power Dissipation at Tamn = 25°C Ptot 50000 mw
Thermal Resistance Junction to Ambient Air Resa 25000 "CIW
Junction Temperature Ti 150 °C
Storage Temperature Range Ts —65 to +150 °C
Note: (1) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case 1/24/01

Caracteéristique électrique ( TJ =25°C)

Parameter Symbol Test Condition Min Typ Max Unit
Current gain group A _ _ —_ 220 —
Srnall Signal Current Gain Bl e Vee = f5_V1' 'kcH' L = 330 = =
@ = 1KHz = 600 =
Current gain group A _ _ 1.6 2.7 4.5
Input Impadance B| he L f5_V1' 'kcH' 2mA, 3.2 45 85 ka
€ =1Khz 6 8.7 15
Current gain group A _ _ — 18 30
Output Admittance B| hoe Vee = f_V'1 LCH‘ iy — 30 60 us
E = Khz = 60 110
Current gain group A _ _ — 15104 —
Reverse Voltage Transfer Ratio B| e eSS 5_\”' oSy — 2-10* — —
f= 1kHz "
c —_ 3+10 —_
Current gain group A — 90 —
B Vce=5V, lc =10 pA — 150 —
c —_ 270 —_
Current gain group A 110 180 220
DC Current Gain B hre Vce=5V,Ic=2mA 200 290 450 —
c 420 500 800
Current gain group A — 120 —
B Vee=5V, lc =100 mA —_ 200 —
c — 400 —
‘ Ic=10mA, I = 0.5 mA — 80 200
Collector Saturation Voltage VeEsat | 102 100 mA. Iz = 5 mA _ 200 600 mv
. lc=10mA, Is = 0.5 mA — 700 —

Base Saturation Voltage VEEsat | |l = 100 mA. Is = 5 mA _ 200 _ mv
. Vce=5V,lc=2mA 580 660 700
Base-Emitter Voltage VBE Vee =5V, lc = 10 mA _ _ 720 mV

BC546 Vce=80V — 0.2 15 nA

Collector-Enmitt BC547 Vce=50V —_ 0.2 15 nA
th Ef‘;' gr' m" e BC548 Ices Vee =30V = 0.2 15 nA
e BC546 VcE=80V, Tj= 125°C = — 4 uA
BC547 Vce=50V, Tj=125°C — — 4 LA

BC548 Vce=30V, Tj=125°C _ _ 4 WA

Bac Génie Electronique

Session 2008 Etude d’'un Systéme Technigue Industriel

Page CAN11 sur 13

8IEELME3 Documentation Electronique




+ Fomesoutra.ce
>/ 4 omesoutra. .

Mémoire FLASH

Caractéristiques :
= Alimentation 5V +/- 10% pour lecture, &\’
écriture et effacement de la mémoire. }M

= Donnée de 8bits
. PLCC32 (K) TSOP32 (N)
= Temps d’acces en lecture : 45ns 8 x 20mm
» Temps de programmation 8us par octet

= 100.000 cycles d’écriture / effacement
= 20 ans de rétention des données

Schéma bloc PDIP32 (P)
Vee
Boitier TSOP32
17 8 -
AD-A16 i"} (";t:) DQO-DQT
w —(g N _
B M29F010B A D 326
E —( A [1A10
— . A8 E
G A3 —bQ7
A4 —1DQ6
NC— —1DQ5
W 1004
Veet8  yoorgios 23 1DQ3
Vss Ne ]9 24Vss
AID2735 Al6 ] —DQ2
A15 bQf
A2 —1DQ0
AT A0
A6 A1
A5 A2
A 16 17 [1A3
,\‘ Alo2738
Désignation des broches
AC0-A16 Address Inputs
DQo-DQ7 Data Inputs/Outputs
E Chip Enable
G Output Enable < Fomesoutra .
_ Docs a portée dé main
W Write Enable
Vee Supply Voltage
Vss Ground
NC Not Connected Internally
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Philips Semiconductors

+ Fomesoutsa cu

Docs a portée de main

Product specification

Double multiplexeur a 4 entrées 74HC/HCT153
1€ E y) E Yee M u} el
Sy E EI 2E L 44f"3
113 [3] 14] So Lha.IWE
11z E E 3 2 1o
1y [5] 153 [12] 21, ek oL
11 [¢] mES ;:;
w 3] o] 21 15
ane [8 9] 2y 10 |
n| | 5
TINAN24 L
13|
Brochage figl e
Symbole norme IEC Fig2
Table de vérité
SELECT QUTPUT
INPUTS DATA INPUTS ENABLE OUTPUT
So 84 nlg nky nl, nla nE ny
X X X X X X H L
L L L X X X L L
L L H X X X L H
H L X L X X L L
H L X H X X L H
L H X X L X L L
L H X X H X L H
H H X X X L L L
H H X X X H L H
Note
1. H=HIGH voltage level
L =LOW voltage level
X =don't care
+ Fomesoutra o

Docs a portée de main
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Docs a portée de main

Q1l.La détection d’'une lampe défectueuse est réalisémpsure de l'intensité de celle-Gidpo.
Quand elle est défectueuse un électro-aimant esinemdé et permet la rotation du barillet
pour la mise en place d’'une nouvelle lampe

Q2.Le caractere émis est : éclats réguliers
Q3.Voir page COR4
Q4VT- =4V et VT+ =8V pour VDD 12V

Q5.VOH mini = 11,95V et VOL max = 0,05V, VOHmIni estwéron égale a OV et VOHmax est
environ égale a la tension d’alimentation. Cesn@itins sont donc négligeables par rapport a
la tension d’alimentation.

Q6. Période : 5,5 carreaux base de temps 100ms $bit$8’'ou une fréquence de 1,81Hz

Q7. lere possibilité : sur Voie 1 : potentiel de VTIslyr Voie 2 : potentiel du point commun
entre R9, R10 et C1 avec inversion de cette voimaae addition entre
les 2 voies.

2eme possibilité : utilisation d’'une sonde diffdielte. L'expérimentation a été effectué de
cette maniéere avec une sonde X1 mais I'impédaneetrie de celle-ci a
modifiée les caractéristiques du dipdle vu entseddroches de C1 d’ou
une variation de la fréquence du signal.

On attend des candidats une seule réponse.

Q8.période est de 480ms soit une fréquence de 2,08Hz.

Q9.Le cahier des charges est toujours respecté mé&édaence augmente. Afin que le cahier
des charges soit toujours respecté, il faudra pleyxcéa une maintenance préventive de la
carte électronique soit en changeant la carte esoithangeant le condensateur C1 ou en
implantant un condensateur variable (réétalonnagiele).

Q10. Voir chronogrammes du document réponse
Q11. (2/2)*0,55 = 35200ms soit 3,5 secondes
L : R5
Q12. Determiner VPT1 =VBATF——
R5+ R4
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CORRIGE

Q13. Valeurs de VPTL1 pour les différentes valeurs de YBA
> 10,4V VPT1 = 3.39V
> 114V VPT1=3.72V + Fomesoutra com

Docs a portée de main

> 14,4V VPT1 =47V

Q14. tensions présentes
SB SH TAO

VBATT >14,4V NL1 NLO NL1
11,4V<VBATT<14,4V NL1 NLO NLO
10,4V<VBATT<11,4V NL1 NL1 NLO
VBATT<10,4V NLO NL1 NLO

Q15. voir page COR4

Q16. structure monostable

Cde monostable
Q17. d’aprés la figl0 page CAN9 tw= 10s si utilisatiquué‘—‘ |

d’apres relation tw=1,1RC on obtient 11s

v

CDECH
| ey
Q18. voir doc réponse COR4 1 >
Q19. if = YDD-MImVeesat -y i - 122202202 _ g 60 (Vcesat=0.2V d'aprés
R9 10°
doc)
Q20. IOHmax = 0.88mA (valeur absolue) donc insuffisarduip fournir les 9.6mA

nécessaire a la LED L6
3

Q21. Ibmini = — soit Ibmini = 9.6.10 Ibmini = 87pA
£ mini 110
022, Ibréel=2CCTVPE  hrei=2= 07 ooit 130pA
R1 33.10
Q23. Ibréel > Ibmini donc le transistor peut étre coreetent saturé
Q24. IOHmMax = 880U A > a Ibréel = 130uA donc Cl4 peutrfoule courant nécessaire a
la saturation du transistor.
Q25. Si CDECH est au NL1, la plage de tension en sdui®lE555 est 2,75V<VOH<6V
Q26. Si CDECH est au NLO, la plage de tension en sdui®lE555 est 0V<VOH<0,35V
Q27. La plage de tension pour laquelle : - le transiestrbloqué si Vgs < 1V

- le transistor est passant si Vgs >2.5V
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Q28. CDECH = NLO— transistor bloqué— Bobine non alimentée — Contact ouvert
CDECH = NL1- transistor passant> Bobine alimentée — Contact fermé

Q29. D4 est une diode de roue libre, elle permet d'écriét tension VDS du transistor lors de
son blocage afin de ne pas avoir VDS > a VDSmaxpgue supporter Q2.

Q30. Voir chronogrammes du document réponse COR5
Q31. 2*%lignes d'adresses possibles soit 128koctets.

Q32. Seules les lignes d’adresse de A0 a A1l sont raefte utilisées donc seuls 4koctets de la
meémoire sont utilisés soit 4096 octets ou 32768 bit

Q33. technologie CMS

Q34. C’est une mémoire Flash donc de type RAM. Il exatessi des mémoires ROM, ces
mémoires sont non volatiles au contraire des mé&aadAM.

Q35. Voir tableau du document réponse
Q36. Adresse haute : $3EDFF et adresse basse : $3ED00O
Q37. RC2 permet de sélectionner la partie haute d'ume zitadresse.

Q38. Le compteur permet de sélectionner une adressei 2irsoit 256 adresses différentes
possibles

Q39. TL3:NL1etTL4 : NLO
Q40. Broche 7 : D2 et Broche 9 : D3

Q41. Pour un rythme de feux, on peut utiliser un maxinder?56 adresses et 2 bits par adresse
donc 2 bits X 256 soit 512 bits

Q42. Durée maximale pour un cycle de feu : 100ms X 226600ms soit 25,6 secondes.

Q43. D’apres le tableau, le rythme le plus long est@& Zomme la structure permet d’avoir un
rythme jusqu’a 25s alors la structure convient dans les cas.

Docs a portée de main
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Question 3 ﬂ:g%e}gg%m
AFeu
A
— t
TR RERENRERRRRRRERARRERERREE ]
Question 10
JU2RAZ
NLL
IT 1N l i
AVTLCU |
NL1 :
|
|
— — — ? | >
NL1 I I I
| I |
1 | 1
1 | I
! T »
I I I
3DF I i 1
NL1 I I
I I |
i ! }
1 ! [ .
I ' ! I
— 95 96 — 97 98 0 1 :
RN N L | |1
A t=0, le contenu du compteur est de 95 en décimal
Questions 15 et 18
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Question 35
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Question 30
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F: Ferme O : Ouvert Docs & portée de main
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Baréme proposé :
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Question |Bareme | critére d'évaluation Question |Baréme critere d'évaluation
Q1 2 Q23 2
Q2 1 Q24 2
Q3 1 Q25 2
Q4 1 Q26 2
Q5 2 Q27 2
Q6 2 Q28 4
Q7 3 Q29 3
Q8 1 Q30 7
Q9 3 Q31 1

Q10 3 Q32 3
Q11 2 Q33 1
Q12 2 Q34 3
Q13 3 Q35 2
Q14 4 Q36 4
Q15 2 Q37 1
Q16 2 Q38 1
Q17 3 Q39 2
Q18 2 Q40 2
Q19 3 Q41 2
Q20 3 Q42 2
Q21 3 Q43 2
Q22 2 Total 100
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